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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１９８《贵金属合金首饰中贵金属含量的测定　ＩＣＰ光谱法》分为六个部分：

———第１部分：铂合金首饰　铂含量的测定　采用钇为内标；

———第２部分：铂合金首饰　铂含量的测定　采用所有微量元素与铂强度比值法；

———第３部分：钯合金首饰　钯含量的测定　采用钇为内标；

———第４部分：９９９‰贵金属合金首饰　贵金属含量的测定　差减法；

———第５部分：９９９‰银合金首饰　银含量的测定　差减法；

———第６部分：差减法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１１９８的第３部分。

本部分参照ＩＳＯ／ＤＩＳ１１４９５２：２００１《钯合金首饰中钯含量的测定　以钇为内标采用ＩＣＰ光谱法》

编写，与ＩＳＯ／ＤＩＳ１１４９５２主要有以下技术性差异：

———将规范性引用文件中引用的国际标准改为我国国家标准ＧＢ１１８８７；

———按照我国标准的编写要求对试剂的规格做了规定；

———由于标准中未涉及微量天平，因此删除了原文中的５．２“微量天平，可称至０．００１ｍｇ”；

———由于目前国际国内均无适合的制样标准，因此删除了原文中的第６章和第９章的ｂ）。

为便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———用“ｍＬ”代替“ｃｍ３”；

———删除国际标准的前言。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国首饰标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５６）归口。

本部分起草单位：国家首饰质量监督检验中心。

本部分主要起草人：李素青、李玉
!

、李武军、沈沣。
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采用钇为内标

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１１９８的本部分规定了以钇为内标采用ＩＣＰ光谱法测定钯合金首饰中钯含量的方法。

本部分适用于钯含量为４７５‰～９７０‰的钯合金首饰。

注：钯合金首饰中可能含有银，铱，镓，铜，钴，镍，锡，钌。含有这些合金元素在测定过程中一般不产生干扰。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１１９８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１１８８７　首饰　贵金属纯度的规定及命名方法（ＧＢ１１８８７—２００２，ＩＳＯ９２０２：１９９１，ＮＥＱ）

３　方法原理

准确称量样品，溶于王水中，制成准确质量的溶液。将制成的样品溶液取出一份定量溶液，与缓冲

溶液和内标混合，标定至标准测量体积。

应用ＩＣＰ光谱仪，将样品溶液中钯（３４０．４５ｎｍ）和钇（３７１．０３ｎｍ）的光谱发散强度比值与含有已知

质量的铂和钇溶液的比值比较，测量钯的含量。

４　试剂材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

４．１　盐酸：质量分数为３６％～３８％，ρ＝１．１９ｇ／ｍＬ。

４．２　硝酸：质量分数为６５％～６８％，ρ＝１．４０ｇ／ｍＬ。

４．３　纯钯：钯含量至少为９９．９９％。

４．４　内标溶液：称取２６．８ｇ二水合氯化铜（ＣｕＣｌ２·２Ｈ２Ｏ）、７．３ｇ硝酸钠（ＮａＮＯ３）和约６８０ｍｇ六水

合氯化钇（ＹＣｌ３·６Ｈ２Ｏ）溶于２００ｍＬ水中，用水标定至１０００ｍＬ。

５　仪器

常规实验室仪器及下列仪器

５．１　电感耦合等离子体发射光谱仪（简称ＩＣＰ光谱仪）：可以同时测定钯发射线３４０．４５ｎｍ和内标钇

发射线３７１．０３ｎｍ的强度。

具备以下特性的光谱仪测定结果较为满意：

———可逆线性分散：０．５ｎｍ／ｍｍ；

———光学分辨率：０．０２ｎｍ；

———高频工作功率：１．２ｋＷ；
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